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(57) Abstract: The present invention relates to a tandem photovoltaic device that com-
prises, in the following order of superposition: A/ a silicon-based a sub-cell A, in partic-
ular having a silicon heterojunction or TOPCon architecture; and B/ a perovskite-based
sub-cell B, comprising at least: - an N-type conductive or semi-conductive layer (ETL); -
a P-type conductive or semi-conductive layer (HTL); and - a perovskite-type active layer
inserted between said N-type and P-type conductive or semi-conductive layers, wherein
said N-type conductive or semi-conductive layer is based on individual nanoparticles of
N-type metal oxide(s) and has a carbon content of less than or equal to 20 at.%.

(57) Abrégé : Dispositif photovoltaique tandem combinant une sous-cellule a base de
silicium et une sous-cellule a base de pérovskite comportant une couche N a taux de
carbone controlé La présente invention se rapporte a un dispositif photovoltaique tandem,
comprenant, dans cet ordre de superposition : A/ une sous-cellule A a base de silicium, en
particulier a hétérojonction de silicium ou d'architecture TOPCon; et B/ une sous-cellule B
abase de pérovskite, comprenant au moins : - une couche conductrice ou semi-conductrice
de type N (ETL); - une couche conductrice ou semi-conductrice de type P (HTL), et
- une couche active de type pérovskite, intercalée entre lesdites couches conductrices
ou semi-conductrices de type N et de type P, dans laquelle ladite couche conductrice
ou semi-conductrice de type N est 4 base de nanoparticules individualisées d'oxyde(s)
métallique(s) de type N, et présente un taux de carbone inférieur ou égal a 20 % atomique.
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